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 これまでにシリコン(Si)は太陽電池や光検出器など

の光電変換素子として広く実用化されている。高

い光電変換効率や可視光全体に及ぶ広い受光感度

帯域を有している。しかしながら、Si は間接遷移

半導体であるため発光素子には不適であり、高効

率の発光ダイオードには電子-正孔放射再結合の

確率が高い直接遷移型半導体が使用されている。

我々は間接遷移半導体である Siを用い、DPP（ド

レスト光子フォノン）アニールによって効率の高

い赤外発光素子の作製に成功している[1]。また、

その可視発光の確認も行っている。この可視発光

Si 素子は PN 接合面が発光放射面と並行であるた

め、Si の吸収による可視光の減衰が起こる（バン

ドギャップエネルギー：1.1eV=1100nm）。今回、よ

り効率の高い可視発光素子実現のため Fig.1.に示

すような PN 接合面が発光面に対し垂直になる構

造をもつ素子を作製し、その可視発光を確認した

ので報告する。 

 作製した素子はｎ型 Si 基板に p 型ドーパントをイオ

ン打ち込み法で挿入し、作製した PN接合を幅 1mm、 

厚さ 200μm に加工し、3 段に重ねてある。 

 

Fig.1. Schematic drawing of fabricated device. 

 

Fig.2.  Lighting emitting element in the infrared. 

作製した素子に波長 405nm、パワー30mW のレー

ザを照射し、DPP アニールを行った。Fig.2.と Fig.3.に

DPP アニール後の素子発光の赤外及び可視発光の

写真を示す。また、Fig.4.に可視帯域の発光スペクト

ルを示す。400～600nm の可視帯域に発光ピークが３

つ現れ、それらの波長はこれまでの我々の報告[2]と

ほぼ一致した。 

 

 
Fig.3. Visible lighting emitting element 

 

 

Fig.4. Emission spectrum difference. 
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